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функцию сорбента. Влагосодержащие композиционные материалы на основе 

капиллярно-пористых матриц (волокнистых, порошкообразных и т.д.) обладают 

высокой эффективностью экранирования ЭМИ диапазона СВЧ. Однако 

их применение ограничивается необходимостью герметизации жидкой среды 

в объеме матрицы. Для решения поставленной задачи могут применяться 

полимерные герметизирующие слои, пористые сорбенты, удерживающие влагу 

на поверхности твердого тела с образованием физических и химических связей, 

а также растворы солей некоторых металлов, обладающих 

влагоудерживающими свойствами. Исследования различных способов 

герметизации активных компонентов поглотителя ЭМИ показали, что 

непосредственно способ герметизации не оказывает существенного влияния 

на экранирующие характеристики композита, но влияет на стабильность его 

влагосодержания. Следовательно, для закрепления порошковых поглотителей 

можно применять различные связующие компоненты, но для тех же 

поглотителей с жидкой фазой в структуре композита, чтобы обеспечить 

заданные экранирующие характеристики, требуется дополнительная 

стабилизация влагосодержания. 

ТОКОПЕРЕНОС В НАНОСТРУКТУРЕ 
ФЕРРОМАГНЕТИК/ШИРОКОЗОННЫЙ 
ПОЛУПРОВОДНИК/ФЕРРОМАГНЕТИК 

Т.Н. РОДИНА 

В настоящее время интенсивно исследуются механизмы спин-зависимого 

токопереноса в наноструктурах ферромагнетик – диэлектрик – ферромагнетик 

для создания универсальных устройств спиновой памяти в системах защиты 

информации. 

В данной работе разработана модель токопереноса в туннельных 

наноструктурах ферромагнетик – широкозонный полупроводник –

 ферромагнетик на основе транспортного уравнения с использованием 

двухзонной модели Франца-Кейна и метода фазовых функций. 

Рассчитана вольтамперная характеристика наноструктуры 

ферромагнетик – широкозонный полупроводник – ферромагнетик с учетом 

возникновения дополнительного канала токопереноса через валентную зону 

широкозонного полупроводника. 

Показано, что в том случае, когда уровень Ферми EF исследуемой 

структуры лежит ниже середины запрещенной зоны широкозонного 

полупроводника, в зависимости туннельного тока от напряжения смещения V 

на переходе при qV>EF возникают участки отрицательного 

дифференциального сопротивления (ОДС). Показано, что в данном случае 

появление области отрицательного дифференциального сопротивления следует 

ожидать при напряжениях, превышающих значения энергии Ферми 

эмитирующего электрода для электронной зоны со спином вверх. 

Показано, что в отличие от традиционных моделей туннельное 

магнитосопротивление (ТМС) для структур ферромагнетик –

 широкозонный полупроводник – ферромагнетик в данном случае величина 

ТМС возрастает в области напряжений порядка 3,5–4 В за счет того, что 

компонента спин-вверх имеет выраженный резонансный характер из-за 
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наличия ОДС, а компонента спин-вниз — его не имеет. Наличие эффекта ОДС 

в рассматриваемых наноструктурах позволит существенно увеличить значение 

ТМС, что важно для практических применений. 

ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОДНОГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ 
МЕТАЛЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭКРАНОВ 

В.Б. СОКОЛОВ, А.А. ПАРХОМЕНКО, Т.В. БОРБОТЬКО 

Снижение уровней электромагнитных излучений средств 

вычислительной техники может обеспечиваться за счет ее электромагнитного 

экранирования. При создании конструкций электромагнитных экранов особое 

внимание уделяется обеспечению их высокой эффективности при не высоких 

стоимости и массе по сравнению с электромагнитными экранами, 

выполняемыми на основе металлических материалов. 

Для увеличения эффективности экранирования средств вычислительной 

техники предлагается использовать метод холодного газодинамического 

напыления металлов. В качестве напыляемых материалов использовались 

металлические материалы (никель, медь) в порошкообразном виде. Такой 

метод позволяет получать многослойные радиопоглощающие покрытия, 

которые могут наносится на практически любые поверхности, в том числе 

на внутреннюю часть корпусов экранируемых средств. 

Показано, что многослойные конструкции экранов, структуры медь-

никель или никель-медь, напыляемых послойно на стальную подложку, 

обеспечивают ослабление электромагнитного излучения до 30 дБ в диапазоне 

частот 2…18 ГГц, при коэффициенте отражения –4…–10 дБ. Количество и 

чередование напыляемых слоев позволяю получать необходимые значения 

коэффициентов отражения. Таким образом, использование данного метода 

позволяет получать радиопоглощающие покрытия с требуемыми 

экранирующими свойствами для снижения уровней побочных 

электромагнитных излучений и наводок средств вычислительной техники. 

ЭКРАНИРУЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МОДУЛЕЙ РЭА 

С.Э. САВАНОВИЧ, В.Б. СОКОЛОВ 

Важнейшим аспектом эксплуатации современных малогабаритных 

электронных устройств является обеспечение требуемой степени защиты 

пользователя от электромагнитного излучения (ЭМИ), генерируемого 

аппаратурой. 

Наиболее простыми и надежными средствами обеспечивающими защиту 

пользователя являются интегральные устройства смешанного типа, 

использующие различные радиопоглощающие композиции. 

С целью исследования степени экранирования ЭМИ, создаваемых 

отдельными модулями радиоэлектронной аппаратурой (РЭА), разработан 

макетный образец, представляющий собой объемную конструкцию 

с размещенным под определенным углом к источнику излучения 




